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Çàêëþ÷åíèå

Òàêèì îáðàçîì, ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå òðåõ êîí-
ñòðóêöèé òðàíñôîðìàòîðîâ, âûïîëíåííûõ â ìíîãî-
ñëîéíîé GaAs-òåõíîëîãèè. Ïðåäëîæåí ìåòîä ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ êîíñòðóêöèè äëÿ èññëåäîâàíèÿ ýëåê-
òðîìàãíèòíûõ ñòðóêòóð. Ïîëó÷åíû òðàíñôîðìàòîðû,
îáëàäàþùèå øèðîêîé äëÿ äàííîãî äèàïàçîíà ðàáî-
÷åé ïîëîñîé ÷àñòîò (1,5�5 ÃÃö) è èìåþùèå êîýô-
ôèöèåíòû ïåðåäà÷è �4...�8 äÁ ïðè êîýôôèöèåíòàõ
îòðàæåíèÿ �15...�20 äÁ.

Ïðèâåäåíû àíàëèòè÷åñêèå çàâèñèìîñòè ýëåêòðè÷å-
ñêèõ è êîíñòðóêòèâíûõ ïàðàìåòðîâ òðàíñôîðìàòîðîâ.
Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ ñìåñèòåëåé
ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîëó÷åííûõ òðàíñôîðìàòîðîâ, â
êîòîðûõ äîñòèãíóò áîëüøîé êîýôôèöèåíò ïåðåäà÷è ïðè
ìàëûõ çíà÷åíèÿõ øóìîâ, èñêàæåíèé è êîýôôèöèåíòå
îòðàæåíèÿ. Ïðè ýòîì èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â ïðî-
ñòåéøèõ îäíîáàëàíñíûõ ñõåìàõ. Ïîòåðè ïðåîáðàçî-
âàíèÿ ñìåñèòåëåé ñîñòàâèëè íå áîëåå �6...�8 äÁ â
ïîëîñå 1,2�4 ÃÃö. Äèíàìè÷åñêèé äèàïàçîí �30...
5 äÁ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè äâóõáàëàíñíûõ ñõåì ñìåñèòå-
ëåé ñëåäóåò îæèäàòü ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ.

Òðàíñôîðìàòîðû ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â ñìåñè-
òåëÿõ, óñèëèòåëÿõ ìîùíîñòè è äðóãèõ ìîíîëèòíûõ
ñòðóêòóðàõ.
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óìåíèÿ íàéòè öåëåñîîáðàçíûé êîìïðîìèññ ìåæäó
òðåáîâàíèÿìè, ñ îäíîé ñòîðîíû, âûñîêîãî óðîâíÿ ðà-
äèîôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, âûñî-
êîãî óðîâíÿ ýêñïëóàòàöèîííûõ ïîêàçàòåëåé, ïîñêîëü-
êó ýòî � âñåãäà ïðîòèâîðå÷èâûå òðåáîâàíèÿ. Èçâåñò-
íî, ÷òî ÷åì âûøå êîíöåíòðàöèÿ íàïîëíèòåëÿ ïðè êîí-
êðåòíîé åãî äèñïåðñíîñòè, òåì ëó÷øå ðàäèîôèçè÷å-
ñêèå ïîêàçàòåëè, îäíàêî òåì õóæå ïîêàçàòåëè ìåõàíè-
÷åñêîé ïðî÷íîñòè, âûøå äîëÿ ðåàêöèîííîñïîñîáíûõ
îáëàñòåé ïîêðûòèÿ, íèæå óñòîé÷èâîñòü ïîêðûòèÿ ê
ýêñïëóàòàöèè âî âëàæíîé ñðåäå.

3) Ìíîãîñëîéíûå ðàäèîìàòåðèàëû ïîçâîëÿþò ðå-
àëèçîâàòü íàèáîëåå âûñîêèå óðîâíè è ðàäèîôèçè÷å-
ñêèõ, è ýêñïëóàòàöèîííûõ ïîêàçàòåëåé, îäíàêî òðåáó-
þò áîëüøèõ çàòðàò âðåìåíè íà èçãîòîâëåíèå, ïîñêîëü-
êó íàíåñåíèå ïîñëåäóþùåãî ñëîÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ëèøü ïîñëå îòâåðæäåíèÿ ïðåäûäóùåãî. Ýòîò íåäî-
ñòàòîê öåëåñîîáðàçíî ïðåîäîëåâàòü ïðèìåíÿÿ âûñî-
êî÷àñòîòíûé íàãðåâ îòâåðæäàåìîé ñìåñè íàïîëíèòå-
ëÿ è ñâÿçóþùåãî. Ïðè ýòîì ïðîöåññ îòâåðæäåíèÿ
óñêîðÿåòñÿ â ñîòíè ðàç, à äîëÿ ðåàêöèîííîñïîñîá-

íûõ îáëàñòåé êîìïîçèòà óìåíüøàåòñÿ ïðèìåðíî â
÷åòûðå ðàçà [8].
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